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【はじめに】これまでに我々は、CVD により製膜した a-Si 膜に青色半導体レーザを照射パワー密

度を変えて照射することで、粒径数 10 nm から 100 nm 程度の微小粒径から、数 100 nm 程度の結

晶粒、さらにはレーザ照射方向に数 µm 以上伸びる結晶粒が得られることを報告している[1]。ま

た、TFT のソース・ドレイン領域にイオン注入など不純物を導入せず、Ti などの金属を用いた金

属 S/D 構造を採用することで、活性化アニール等の高温アニールを必要としない TFT 作製プロセ

スについて報告してきた[2]。本研究ではレーザの照射方向に対する TFT 特性について報告する。 

【実験および結果】ガラス基板上に PE-CVD 法により 50 nm 厚の Si 膜を製膜後、600×2.4 µm に

集光した青色半導体レーザを 8 W の条件で 500 mm/s の走査速度で照射し結晶化を行なった。こ

のとき、レーザ照射前に脱水素処理は行なっていない。TFT のチャネルパターン形成後、4%水素

雰囲気で 400℃、90 min の水素アニールを行ない、Ti

を用いてソース/ドレイン領域を形成した。その後

100 nm 厚の SiO2 膜を RF スパッタにより形成し、コ

ンタクトホール、Al 電極パターニングを経てトップ

ゲートの金属 S/D 構造TFT を作製した。さらに 350℃ 

60 min の水素アニールを行なった TFT の Id-Vg 特性

を Fig. 1 に示す。 

 TFT はレーザ照射方向に対し、チャネルを平行と

垂直に配置した 2 種類を評価した。いずれの向きに

おいても、Vgに対して Ig の On/Off 動作が確認でき、

平行においてはわずかではあるが Id が大きくなり、

移動度が高く、S 値が小さい傾向が見られた。レーザ

照射方向への粒径増大に起因すると考えられる。 
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Fig. 1  Id-Vg characteristics. [3] 
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